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ASY 26
ASY 27

GERMAN IUM~-PNP=-SCHALTTRANS ISTOREN

Hechanieche Daten:

Gehiuse: Metall, JEDEC TO=5, 5 A 3 nach DIN 41 B73

Die Basis ist mit dem
Metallgehliuse werbunden.
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Eurzdaten: ASY_26 ASY 27
EKollektor-Sperrspannung *KCH p ™ max, 30 25 v
Eollektor-Emitter-Sperraspannung =Upp v = max, 25 20 v
'URE g = max, 15 v
EKollektorstrom, Scplitalrurt _IE y - max. 300 mA
Gesamtverlustleistung bei 3; = 45 o Piot = MAX, 100 mW
Sperrachichttemspe ratur 8y = WAX, 85 oc

Gleichstrbmverstirkung

bei _UCE =1V, _IC = 20 mA B - i0, . .80 50...150

bei _UCE =11V, TIC = 200 mA B 2 15 20
Transit-Frequensz

bei ~Upp = 5V, -Ig = 3 mA fy 2 4 6 MHz
Verztigerangazeit + Anstiegazeit tg + tp = 340 250 na
Speicherzeit + Abfallzeit ty + ty = a7 1000 ns
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Absolute Gremzwerte: (giiltig bis &) mu:]

ASY 26 ASY 21
Kollektor-Sperrspannung bei Igp - 0: U g = max. 30 25 v
Hollektor-Emitter-Sperrspannung bei +Ugp = 0,2 Vi —lpp 4 = max, 25 v
bei I'B = [ _UEE 0 = MAX. 15 v
Emitter=-Sperrapanoung bei T, = O: -Ugg g = max, 20 W
Eollektoratrom, Mittelwert: =Ip ay = max. 200 mA 1}I
Kollekioratrom, Scheitelwert: =Ip y = max. a00 mA
Gesamtverlustleistung: Fiat = mAX 150 mi
sperrachichtiemperatur: By = max, 85 o
Lagerungstemperatur: g = mib. -6 o
3g = max. 100 ®c
Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrachicht und Umgebung: B 5 0,4 grd/=w
Wirmewiderstand zwiachen Sperr=chicht und Gehiuse: Byy 6 $ 0,2 grd/mW
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1} Integrationszeit t . = max, 20 ms
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Eennwerte: [bei By =

Eollektor-Restatrom
bei —.u,cB = 5 ¥ 5 IE =
bei _UCB 0 max? IE o
bei —u‘:_a 0 max?® IE =

Eollektoratrom

bei ~Upg v max+ *Une

Baslastrom

h"'i 'ucE - 20 v. +UHE L 5 1"’, a‘J

Emitter-Reatstrom

bei ~Ugg = 5 V, Ig

25 %, mofern nicht

~ Or.
A 60 “C:

= 0,2V, 8; = 60 °C:

Eollektor-Emitter-Imrehbruchs pannung

bhei ~IE =

5mi, Ig = 0:

Sperrschicht-Beriihrungsapannung

Emitter-Leerlaufgleichapannung

bei =U qp

V max: IE

. OQ,
0, 8y = 60 °C:

EKEollektor-Emitter-Heatapannung

bei _IC =
bei _IC =
bei -I, =
bei _]C = |

Basisspannung

bei 'IF -
bei —IC B
hei _IU =
hei _'E =

Basisspannung

bei UUB

10 l.'l, —In = ﬂ’ﬂﬂ T
10 mA, --[H- 0,2 mA:
all mA, -IH 2.0 mA:
50 mA, -Ip = 1,25 mA:
10 mA, ~Ip = 0,4 mA:
10 mA, -IE 0,25 mA:
50 mA, —IE 2.4 mA:
50 mh, -Ip = 1,55 mA:
= 0, IE = 100 mA:

bei —Upp = 1 ¥, =T = 100 mA:
1V, =1, = 300 mA:

bei -U.p

T} AQL

= 0,65 -
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Kennwerte, Fortsetzung: (bei &; = 25 C)

ASY 26 ASY 2T

Basisatrom

bei Ugg = 0, Ig = 10 mA: . azh 195 wA )
bei Upg = 0, Iy = 100 mA: -1g & 418 3,25  mA*t)
Gleichatromveratirkang
bei <Ugp = 1V, =Ig = 10 mA: B - 45 (£30) 80 (2 50)
bei ~Upp = 1V, =Ip = 20 mA: B = 47 (30-8B0) T8 (50-150)
bei Uqp = 1V, -Io = 100 mA: B . g9 (£ 20) 58 (£ 30)
bei ~Upp = 1V, -Ip = 200 mA: B 27 (£ 15) 40 (2 20)
Tranait-Frequenz
bei ~Upp = 5V, =1y = 3 mA: fpy = B(Z4) 14 (2 8) MHz
Hollektorkapazitit
¢
bei Ueg = 5V, Igp =0, f = 1 Miz: c, =1 (= 18) 11 {£ 18} pF
Emitterkapazitit
bei ~Upg = 5V, Ip = 0, £ - 1 MHz: €, = 7 (%13 6 (£ 13) pF
Einschal t-Feitkonstante
bei Stromsteuerung
und Upp x = 0,75 V, I ¢ = 50 mA: T & 2.2 us
Einschalt-Zeitkonstante
bei Spannungsstewerung
und -Upp y = 0,75 V, -Ip x = 1 mA: T -1 0,2 B
Speicher-Zeithonstante
bei I = 0, -Ip = 1 mi: S 1,256 us
Viecrpol-Koeffizienten
bei _“fﬂ = 4V, _If = 2mA, f = 1 kHez: hlle = 0,75 1.4 kQ
Biag = 5e107 7,5-10~%
bog, = 50 an
hao, B85 100 M.

*1 ML = 0,865 %
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Kennwerte, Fortsetzung: (bei 3, 25 *r)
ASY 26 ASY 21
Schaltzeiten
in nachstehender MebBschal tung:
Verzidgerungezeit: tyg = 65 [S 90 ) a0 {S 15) ns
Anstiegszeit: t, = 275 (& 490) 200 (% a50) ns
Speicherzeit: 1) t, = 500 [q 1350) 600 (® 1500) ns=
Abfallzeit: 2; ty = 475 (% Ta0) 400 [5 620) n=
= o =10V Eingangsspannung
J_ Anstiegszeiti 5 ns
IDnFI 1k - )

Ausgangs- 1 I
Spannung | |
| I
spannung J | I
|
Ausgangsspannung

mit Oszillograf
(C 2gpF, R 21 MQ)
gemessen

]}I ateigt bhis "-1,! = B0 °C linear auf den t,% fachen Wert an

u} ateigt bis 1 60 *C linear suf dem 1,25fachen Wert an
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